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【手続補正書】
【提出日】平成24年2月24日(2012.2.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　単結晶半導体基板の表面から所定の深さの領域に形成された脆化層から分離され、絶縁
層を介してベース基板上に固定された後、レーザ光が照射されて再単結晶化した単結晶半
導体層に対し、
　前記単結晶半導体層の深さ方向の炭素濃度分布を測定し、
　前記炭素濃度分布が極大を有するときは、前記単結晶半導体層の結晶性が優れると判定
することを特徴とする単結晶半導体層の結晶性評価方法。
【請求項２】
　単結晶半導体基板の表面から所定の深さの領域に形成された脆化層から分離され、絶縁
層を介してベース基板上に固定された後、レーザ光が照射されて再単結晶化した単結晶半
導体層に対し、
　前記単結晶半導体層の深さ方向の炭素濃度分布及び水素濃度分布を測定し、
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　前記炭素濃度分布が極大を有し、且つ前記水素濃度分布がショルダーピークを有さない
ときは、前記単結晶半導体層の結晶性が優れると判定することを特徴とする単結晶半導体
層の結晶性評価方法。
【請求項３】
　単結晶半導体基板の表面から所定の深さの領域に形成された脆化層から分離され、絶縁
層を介してベース基板上に固定された後、レーザ光が照射されて再単結晶化した単結晶半
導体層に対し、
　前記単結晶半導体層の深さ方向の炭素濃度分布を測定し、
　前記単結晶半導体層中であって前記絶縁層との界面から２０ｎｍ以内の領域に、前記炭
素濃度分布が極大を有するときは、前記単結晶半導体層の結晶性が優れると判定すること
を特徴とする単結晶半導体層の結晶性評価方法。
【請求項４】
　第１の単結晶半導体基板の表面にイオンを照射して、前記第１の単結晶半導体基板の表
面から所定の深さに脆化層を形成し、
　前記第１の単結晶半導体基板と、ベース基板とを、前記第１の単結晶半導体基板または
前記ベース基板の少なくとも一方に設けられた絶縁層を介して、それぞれ張り合わせ、
　熱処理によって、前記脆化層を境として前記第１の単結晶半導体基板を第２の単結晶半
導体層と第２の単結晶半導体層に分離することにより、前記ベース基板上に前記第２の単
結晶半導体層を固定し、
　前記第２の単結晶半導体層の複数の領域に対して、レーザ光を照射し、
　前記第２の単結晶半導体層の前記レーザ光を照射した複数の領域の炭素及び水素の深さ
方向の濃度分布をそれぞれ測定し、
　前記第２の単結晶半導体層の深さ方向の炭素濃度分布が極大を有し、且つ、水素濃度分
布がショルダーピークを有さないときのレーザ光を前記第３の単結晶半導体層へ照射する
ことを特徴とする半導体基板の作製方法。
【請求項５】
　請求項４において、
　前記炭素濃度の極大は、前記第２の単結晶半導体層中であって、前記絶縁層との界面か
ら２０ｎｍ以内の領域に有することを特徴とする半導体基板の作製方法。
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